
1 Häufig verwendete Variablen

Variable Beschreibung [typ. Werte für Si in eckigen Klammern]

Ev Energie des höchsten Zustandes im Valenzband

Ec Energie des niedrigsten Zustandes im Leitungsband

Eg Bandlücke Eg = Ec − Ev [1.124eV ]

Ef Fermi Energie (im undotierten Halbleiter ungefähr in der Mitte der Bandlücke)

Ei Fermi Energie im undotierten (=intrinsischen) Halbleiter

n0 Anzahldichte (in cm−3) der e− im Leitungsband im thermischen Gleichgewicht

n Anzahldichte (in cm−3) der e− im Leitungsband (= n0 im therm. Gleichg.)

∆n Differenz von n zum Gleichgewichtswert: ∆n = n− n0

ni Intrinsische Konzentration im thermischen Gleichgewicht: n0p0 = n2
i

Relation gilt auch bei Dotierung solange therm. Gleichgew. [1.1 × 1010cm−3]

p0 Anzahldichte (in cm−3) der Löcher im Valenzband im thermischen Gleichgewicht

p Anzahldichte (in cm−3) der Löcher im Valenzband (= p0 im therm. Gleichg.)

∆p Differenz von p zum Gleichgewichtswert: ∆p = p− p0

NC Effektive Zustandsdichte (in cm−3) der e− im Leitungsband [2.9 × 1019cm−3]

NV Effektive Zustandsdichte (in cm−3) der Löcher im Valenzband [3.1 × 1019cm−3]

ND Anzahldichte (in cm−3) der Donatoren Fremdatome [1015 . . . 1020cm−3]

NA Anzahldichte (in cm−3) der Akzeptoren Fremdatome [1015 . . . 1020cm−3]
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